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【はじめに】SiC エピタキシャルウエハの低オフ角化は、エピタキシャル膜中の基底面転位密度

低減[1][2]やトレンチ MOSFET 特性の異方性抑制[3]に効果的である。しかし、低オフ角 Si 面基板

上への成長では、4 度オフ Si 面の場合に比べステップバンチングが発生しやすく、表面欠陥低減

とステップバンチング抑制の両立が課題となっている[4]。本研究では 2 度オフ Si 面エピタキシャ

ル膜成長における、表面欠陥密度低減とステップバンチング抑制の両立を目指した。 
【実験】横型ホットウォール型 CVD 装置を用いて、2 度オフ（<11-20>方向）4H-SiC Si 面基板上

にエピタキシャル成長を行った。エピ前の水素雰囲気昇温時に起こる in-situ エッチングの深さ等

を変化させてエピ成長を行い、共焦点微分干渉光学系を有する表面検査装置(Lazertec SICA6X)を用

いて表面モフォロジおよび表面欠陥密度の評価を行った。 
【実験結果】SICA 観察により得られた各種表面欠陥の CDIC 像の例を Fig. 1(a)-(c)に示す。これら

の発生密度およびウエハ表面の反射損失値(入射光の試料表面での散乱による強度損失の相対値

で、エピ表面が荒れているほど値が大きくなる)と、エピ前 in-situ エッチング深さ(エピ開始前の

水素雰囲気中昇温時に生じるウエハ表面のエッチング量)の関係を Fig. 2 に示す。エッチング量が

小さい場合は表面欠陥が多数発生するが、エッチング量増加に伴い、特にバンプ(隆起)および三角

欠陥の密度が減少する。一方、エッチング量が大きくなるほどエピ表面の反射損失は大きくなり、

表面が荒れる。2 度オフ基板上エピにおける表面欠陥抑制とバンチング抑制の両立には、in-situ エ

ッチング深さの制御が効果的である。当日は、他の成長パラメータの影響についても議論する。 
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Fig. 1  Typical CDIC images of surface defects of 
epilayer surface grown on 2˚-off Si-face 4H-SiC 
substrates; (a)triangular defect, (b)bump, and (c)shallow 
pit, respectively. 

Fig. 2  Dependence of surface defect densities 
and surface reflection loss of epilayer surface on 
in-situ etching depth. 
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